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半導体レーザ

半導体リングレーザ

レーザ発振のためのしきい値電流を低減するとともに、レーザの発振モード（シング
ルモード、ツインモード、ロッキングモード）を正確に切り換える。

本発明によれば、レーザ発振のためのしきい値電流を低減でき、また発振モードを
正確に切り換えることができる。

半導体基板１上にレーザ光を出射するキャビティ２が設けられており、このキャビ
ティ２に接してリング形状のストライプ層４が形成されるとともに、このリング形状の
ストライプ層４の表面に接して正極電極５が設けられ、半導体基板１裏面に負極電
極６が設けられている。


